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波長 100-200 µm 帯には圧縮型 Ge:Ga 検出器が広く使われてきたが、高感度を実現するために、素子サイズ
の小型化に制限があった。それゆえ、宇宙放射線 hitting により光感度の変化やノイズの悪化という影響を受け
やすく、観測データの信頼性を損ねるという問題があった。
この問題を解消すべく、我々は、BIB (Blocked Impurity Band) 型 Ge 検出器に注目した。この検出器は、不
純物を従来のバルク型よりも 2桁高い濃度でドープした受光層と、受光層に形成した不純物バンドを介する暗電
流を低減するための超高純度層とを組み合わせた構造になっている。この構造によって、バルク型と同程度の光
感度を維持しつつ、素子サイズの小型化が可能となる。
BIB型検出器においては、構造形成の結晶成長段階において、超高純度層への混入不純物量をいかに低減でき
るかが性能を大きく左右する。そこで我々は、高純度な結晶成長を得意とするMBE (Molecular Beam Epitaxy)
技術を用いて、高ドープ Ge 単結晶の上に高純度 Ge 層をエピタキシャル成長させる方法を採用した。MBE 技
術の導入は、BIB 型 Ge 検出器の開発において他の研究グループにない新たな試みであり、BIB 型 Ge 検出器の
実用化へ向けた新たな突破口になると期待されている。
これまで、結晶中にBが不純物として混入しこれが超高純度層の特性を悪化させるという問題があったが、我々
は分子線源を保持する「るつぼ」の材質を工夫することで、これを検出限界以下に抑え込むことに成功した。ま
た、結晶成長条件の最適化を進め、エピタキシャル成長に成功したので報告する。


